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Представлена модель компенсации электропроводимости широкозонных полупроводников (ШЗП) на основе галлия при электронном и протонном облучении. В качестве основных трех процессов, приводящих к снижению концентрации  носителей заряда, рассматриваются: №1 - формирование глубоких ловушек собственными точечными дефектами – парами Френкеля, образующимися при облучении; №2 - «деактивация» легирующей примеси путем образования нейтральных комплексов, включающих атом легирующей примеси и точечный радиационный дефект; №3 - перевод примесного атома из мелкого донорного состояния в глубокое акцепторное состояние за счет образования заряженных комплексов.

Для определения механизма компенсации экспериментально исследованы дозные зависимости эффекта глубокой компенсации умеренно легированных n-GaN и n-GaAs при облучении электронами с энергией 0.9 МэВ и протонам с энергией 15 МэВ. Обнаружено, что для GaAs характерна линейная зависимость, а для GaN свойственна сугубо нелинейная зависимость. Подтверждено, что компенсация проводимости GaAs происходит за счет Механизма №1. Для GaN  компенсация связана с Механизмами №2 или №3.  
